Sperrstrom
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Maximale Verlustleistung

Die Verlustleistung ist die in der Diode in Wirme umgesetzte Leistung;
Py = Uplp

Sie entsteht in der Sperrschicht, bei grofen Strémen auch in den Bahngebicten, d.h. im
Bahnwiderstand Rp. Die Temperatur der Diode erhéht sich his auf einen Werl, bei dem
die Wirme aufgrund des Temperaturgefiilles von der Sperrschicht tiber das Gehiiuse an
die Umgebung abgefiihrt werden kann. Im Abschnitt 2.1.6 wird dies am Beispiel cines Bi-
polartransistors nither beschrieben: die Ergebnisse gelten fiir die Diode in gleicher Weise,
wenn man fiir Py die Verlustleistung der Diode einsetzt, In Datenblittern wird dic mexi-
male Verlustleistung Frq; fiir den Fall angegeben, dass das Gehiuse der Diede aul einer
Temperatur von T = 25 °C gehalten wird; bei héheren Temperaturen ist 2, geringer.

1.1.6
Thermisches Verhalten

Das thermische Verhalten von Bauteilen ist im Abschnitt 2.1.6 am _wom_f__:c_. des Bipolar-
transistors beschrieben: die dort dargestellten Gréfen und Zusammenhiinge gelten fiir cine
Diode in gleicher Weise, wenn fiir Py die Verlustleistung der Diode cingesctzt wird,

1.1.7
Temperaturabhéngigkeit der Diodenparameter

Die Kennlinie einer Diode ist stark temperaturabhiingig; bei expliziter Angabe der Tem-
peraturabhingigkeit gilt fiir die Silizium-pn-Diode [1.1]
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trom bei einer Temperaturerhdhung um 9 K verdoppelt
dner Hrhohung um 30 K um den Faktor 10 zunimmt, Tn der Praxis treten oft gerin-
ienten auf; Ursache hierfiir sind Oberflichen- und Leckstréme, die
als der Sperrstrom des pn-Ubergangs und ein anderes Tt emperaturverhalten
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e Ditlerentiation von 7p(Up,T) erhdlt man den Temperaturkoelfizienten des
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P Durehlassspannung nimmt demnach mit steigender Temperatur ab; eine Zunahme der

~z 2 einsetzt und die
2 Uy durch ;_r der r:smaﬁmﬁmaw zwischen den Austriltsenergien
one entsprechenden Spannung Uy, = (Wageran — Wy-si)/q ersetzt; es
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